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~(54) ZpGsob difuze P a Nt vrstev p¥i virobs kf'emikovjch dozimetrickichf diod

Zptsob spodivé v tom, %e se PTvrs-

tva vytvd®{ difuzi boru a N'vrstva difi-
.21 fosforu p¥i teplotd 800 aZ 1000°C po
;dobu nejvy3e 5 hodin, pFilem¥ zah¥ivéni
~se provdd{ rychlosti nejvyde 20°C/min.
QZpﬁsoh lze aplikovat pro vyrobu polovodi-
: Sovych souldatek, které vyZaduji extré-
:mné vysokou dobu Zivota minoritnich
-nosida.
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Vynalez se tyka zpﬁéobu difuze PT a N* vrstev pPl vyrobé
kfemikovych dozimetrickych diode.

V soutasné dobd se piti vyrobé dozimetrickych diod pouziva
difyznich procesd, to je difdze boru a fluoru s teplotami nad
1100, které prindseji znalné komplikace, jeliioZ pri téchto
teplotach dochdzi k velké aktivaci termorekombinacnich center,
které maji vliv na dobu Zivota minoritnich nosiéﬁ,proudu,;které-
se zkracuje-a tim i na vysledné parametry,‘to7je na_velikostfpos v
datednfho napsti pii daném_proudu a také na rozptyl téchﬁb*paré—,
metryd, to je vjtéénost;‘OvlivﬁOVéni koncentrace termorekombinal-
nich center se dosud pri vjrobé téchto diod proVédélovpomoci. :
getraénich ddinkd bud fosforsilikétovjbh skel nebo narulenou
vrstvidiou za soudasného velmi pomalého ndbéhu a poxlesu teplot.
Reprodukovatelnost téchto getraci byla znadnd nizké a gasy nutné
pro difizi velmi dlouhé. |

Uvedené nedostatky odstranuje podle vyndlezu zpltsob difuze
P* a NY yrstev p?i vyrobd kitemikovych dozimetricchh diod. Pod-
stata zphsobu spoéivéd v tomn, Ze se PV yrstva vytvard difézi bdru
a N yrstva difﬁzi fosforu pfi teplotd 80Q aZ'lOOOFb po dobu :
nejvyse 9 hodin, pritem¥ zah¥ivéni se provadi rychlosti nejvyde
ZOFa/min a chlazeni mens{i neZ ZFb/min. |

Pro krytf nedifuznich stran k¥emikovych destidek se pouZivd
ryslidénik k¥emidity, vytvoleny zplisobem pyrolytického nanaseni
A\
pii teplotd 400PC.

7éxladni dinek zpisobu podle vyndlezu spoé¢ivd v minimélni
aktivaci termorekombinadénich center, v podstatném zkréceni vy~
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robniho procesu, znadné reprodukovatelnosti, dobré shods para-
metrd diod a v umoZnéni vyroby citlivijsich diod zvétdenim
tloudtky zdkladnfho materi&lu diod. |

Zplsob podle vynslezu je ddle bliZe popsén na konkrétnim
prikladu provedeni.

Priklad

K¥emikové desky poZadovaného mérného odporu a dané tlousfky
byly po oznaceni jedné strany mechanicky o&i&tény sapondtem a
oplachnuty deionizoveanou vodou. Dalsi ¢i&téni se provedlo v horké
ky?elinévsirové a aktivované peroxidem vodiku, nade? opdt ndsle~
dovalo oplachovéni vodou. SuSeni desek se provedlo odst¥edénim.

Na oznacenou stranu byla deponovéna 1,5 am tlustd vrstva
kysllcnlku kFemi¥itého metodou pyrolytického nandsent pri teplotéd
400°C. Neoznadené& strana byla oZivena lepténim ve vodou zredéné
kyseling fluorovodikové v poméru 1:10 a desky byly opét opldch-
nuty ve vodeé a odstredény. .

Do neoznacené strany byla provedena difize bdru z reakxéni
féze rozkladem dekaboranu v proudu nosného plynu pri teplotd
~91Cﬁ0 po dobu 100 min. Kfemikové desky byly prltom uloZeny na-
plocho na brousené kiemenné desce v tzv. lodidce. Velkd tepelns
kapacita lodidky zaruduje pomalé rozehiivéni kremikzovych desek,
:netvorl se teplotni gradienty a teplotni proces je bezdefektni.

Po ukonfeni této operace byly kitemfkové¥desky oleptény
v kyseliné fluorovodikové, opldchnuty ve vods a osuééhy odstre-
deénim. Na neoznalenou stranu byla deponovdna vrstva kyslidniku
ki*femiditého o tlousfce 1,5(nm1 Oznaéehé‘strana byla oZivena lep-
tanim ve zredéné kyselind fluorovodikové v pomdru 1:10, nade¥
nésledovalo opléchnuti a odstiedéni. leuze fosforu se provedla
Lz reakéni féze rozkladem oxichloridu fosforecncho v proudu nos-
ného plynu. KFemikové desky byly zasunuty do pece, vyh¥até na
teplotu 7OO u, po zasunuti se provedl ndbéh na pracovni teplotu
rychlosti 20Fb/m1n. Difvze byla provedena p¥i teplotd deﬁh
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po dobu 60 min. Po ukondeni difize se teplota snifovala rychlosti
OC/min., az do 650pC

Parametry difuznich vrstev byly nas ledu" i:
difuze béru:
Rg = 300/D 4 Xj
difuze fosforu:
=100/n

i

1,2 aum povrchové koncentrace o~ 2.1020cm"3

-

1,2 um, povrchové koncentrace ~v 4.10%0%q7

Uvedeny zpsob difuze lze aplikovat pro virobu polovodito-
vych souddstek, které vyzaduji extrémné vysokou dobu Zivota
minoritnich nosidl proudu. Déle uvedeny zplsob difize pii vyrobd
dozimetrickych diod pPinese znainou ekonowickou isporu.
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Zptsob difuze P a N¥ vrstev pii virobd kiemikovich dozi-
metrickych diod,vyznatujicl se tim, Ze se P* yrstva vytvart
difdz{ béru a N¥ vrstva difuzf fosforu p¥i teplotd €00 aZ
10L0Fb po dobu nery hodln, pridem?Z za hii{véni se provadd
rycalosti neryoe dOPC/mln a chlazeni rychlost{ men$i.ne%
ZF@/mlno

Vytiskly Muravské tiskaiské zavedy, ' . Cena: 240 Kes
provoz 12, Leninova 21, Olomouc '
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